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f Introduction

Objectifs:
- Etude du vieillissement en solution

H

- Test d’utilisation de la HSQ en poudre
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Approche

[I;rotocole de préparation de la solution en boite a gants

 HSQ (Hydrogen silsesquioxane) H\
;
 Résine négative pour lithographie électronique O/fi o— ./ * Em Resist HSQ en poudre 3% Préparation dans MIBK (<0.050% H,O)
our de la résolution avancée. 1 9, o’ * Quantite : 10 mg H3Q - 323mg MIBK
P | SI_—__\ Bt T * Verrerie en flacons HDPE
H\ i o . s \ Po)
* Probléme approvisionnement : Arrét de lavente o / ~—o—9 si_ SO!U,'UO'," StOCkee, a4 C . .
;s , : O /" * Utilisation de micropipette avec embout jetable dédié pour le dépot
* Résine a durée de conservation courte \/ / 0 PIP J P P
S s * Spin coat 60 secondes (Accel 4000 Vitesse 4000 rpm)

» Baking 80°C - 60s

Etude en lithographie électronique
CEMES : MEB ZEISS 1450XBGEMINI avec module RAITH

AIME : JEOL MEB-FEG JSM-7800F avec module RAITH
&AAS : RAITH150

/

\ Achat commun LAAS / CEMES de HSQ en poudre a EM Resist
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Résultats
Réseaux de plots

100 nm 50 nm

v' Résolution sub-20 nm atteinte ’

I
5.0kV LED

5/6/2024
10.0mm 09:44:02

100nm JEOL
SEM WD

 Réseaux de lignes

Lignes 30 nm
Pitch 100 nm

AFM Mesures préliminaires :
Epaisseur résine 45 nm

Lignes 30 nm
Pitch 100 nm

x95,000

6.0 @R.B nm
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IR

3.0kV LED

100nm JEOL 5/22/2024

lpm JEOL 5/17/2024
5.0kV LED SEM WD 10.1mm 15:31:06

SEM WD 6.1lmm 16:37:45

x11,000 x100,000

v’ Lignes de 30 nm

* Stabilité ? : Etude de vieillissement en cours
Apres 2 semaines de stockage a 4°C a 'air en solution : Pas d’évolution
\Aprés 4 semaines de stockage a 4°C a l'air : Sensibilité de la résine augmentée (dose diminuée de 4200 a 3000 pC.cm= et motifs <100nm non obser\y

~— Conclusion / Perspectives ~

Résultats préliminaires avec HSQ en poudre et préparation en boite a gants. Cohérent avec les résultats obtenus a I'l[EMN.3

Tests en cours sur 3 différentes machines de lithographie électronique pour comparaison.

Vieillissement en 4 semaines si stockage au Frigo 4°C : Etude en cours avec stockage en boite a gants

Perspectives : Etudes complémentaires et Synthése chimique totale #
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